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(57) Rezumat:

1
Inventia se referd la domeniul
microelectronicii cu fotoni, in special la detectorii
de fotoni cu semiconductoare (DF).

DF constd dintr-un substrat dielectric, pe care
sunt depuse consecutiv primul substrat de contact,
substraturi semiconductoare amorfe, suplimentar
din material cu banda de energie interzisd mai mica
si cel de bazd din materialul As;SesSny, al doilea
substrat de contact. Largirea domeniului spectral se
datoreste aportului in rdspunsul fotoelectric al
substratului semiconductor cu banda de energie
interzisd mai micd, confectionat spre exemplu din
In,Ses, Sb,Ses, T1SbSe;. Majorarea

2
fotosensibilitatii integrale este obtinutd ca rezultat
al utilizdrii mai eficiente a spectrului radiatiei
incidente. DF cu structura SnO,-TISbSey/
As>SesSng-Al confectionat pe substrat de sticld
5  posedd domeniul de sensibilitate spectrald 0,5-1,4
bm si o fotosensibilitate integrald de 47?47?10
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(57) Revendiciri:

1. Detector de fotoni, care contine un substrat dielectric pe care sunt plasate succesiv primul
substrat de contact, un substrat fotosensibil semiconductor arsen-selen cu impuritati de staniu si al
doilea substrat de contact, caracterizat prin aceea ¢i intre substratul semiconductor din arsen-
selen cu impuritati de staniu si primul substrat de contact este plasat suplimentar un substrat
semiconductor cu largimea benzii de energie interzisd mai mica.

2. Detector de fotoni conform revendicdrii 1, caracterizat prin aceea cii substratul
suplimentar este confectionat din materialele semiconductoare In,Ses ori SbaSes ori TISbSes.

(56) Referinte bibliografice:
1. Asmmpumemt A. M. u gp. ToHKOIIEHOUHBIE DJI€MEHTHI U aBTOMATHYECKOTO H3MEPEHHS
wionany aucToBod mwiacTuHKH. M3B. AH MCCP, Cep. buonoruueckux n XUMHYECKHX HayK,
1983, Ne 6, ¢. 57-59
2. SU 1531776 Al

Revendicdrile se bazeaza in intregime pe descrierea inventiei din certificatul de autor nr. 1591778, SU

Sef Directie

Inventii: JOVMIR Tudor
Examinator: SCHITCO Eugen
Redactor: CANTER Svetlana

Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale
etr Andrai NAna nr 24 hlar 1 MN.2N24 Chicinan Ranithlica Maldava



MD 1406 C2

4

%

A

/V’J

UL

L ez

4 L4 #”

L4 2 &

”

i

7742

—1
»




	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DRAWINGS
	Page 3 - DRAWINGS

